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위상절연체표면의전자특성 제어 쉬워진다

• 교신저자 : 김해진(환경ㆍ소재) / Marios S. Katsiotis(Petroleum Institute)박사,

Georgios Papavassiliou(NCSR Demokritos)박사

• NPG Asia Materials / 2016. 6.

최근이세돌 9단과구글의인공지능알파고간의바둑

대결, 애플과 미국 연방수사국간에 아이폰 암호 해독

문제 등의 사례를 통해 양자컴퓨터로 대표되는 미래

형컴퓨터개발에대한관심이고조되고있음.

양자컴퓨터는 노벨물리학상(1965년) 수상자인 리처

드 파인만 교수에 의해 1982년에 그 개념이 제안됐

으며, 반도체가아닌스핀을기억소자로활용하는것

으로알려져있음. 이양자컴퓨터의소재로주목받고

있는 위상절연체 표면의 전자특성을 제어할 수 있는

새로운 방법이 발견됨에 따라, 위상절연체를 활용한

스핀트로닉스 소자 개발 및 양자컴퓨터 실용화에 한

걸음더다가서게될전망임.

본연구팀은 2차원전자가스상태인위상절연체표면

에서 라쉬바 효과용어 설명6에 의해 놀랄만한 표면

궤도자성이나타남을발견함.또한 3차원위상절연체

물질로주목받고있는비스무스셀레나이드(Bi2Se3)에

비스무스층을삽입하는방법을통해표면의반데르발

스갭 (Van der Waals Gap)을 확장시킴으로써전자

도핑효과를만들어내고이로인한궤도자성의특성을

갖게할수있음을밝혀냄.

기대효과

이번연구는위상절연체의전자스핀상태를물질의삽

입이라는물리적작용을통해에너지를거의사용하지

않으면서도손쉽게제어할수있다는새로운발견이핵

심”이라며 “향후다양한나노구조물질과위상절연체

의물리화학적특성연구를통하여, 스 핀트로닉스소

자 개발 및 양자컴퓨터 실용 화 등 다양한 응용방법을

제시해나갈계획임.

[그림1] a)나노구조의비스무스셀레나이드전자현미경

사진b)나노구조의비스무스셀레나이드단면전자

현미경사진 c)비스무스층이삽입된비스무스셀레

나이드의고배율전자현미경사진및원자분포

이미지. d)비스무스층이삽입된비스무스셀레나이

드의XRD 실험결과및이론적계산결과e)비스무스

층이삽입된비스무스셀레나이드의비스무스핵자기
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